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蒙卡截面更新
● 之前使用的 MC 是用 Whizard 产生， bhabha 过程 higgs 只有 25pb, ~2Hz; Z: 59pb

– 产生时添加了能量 cut ，两个粒子的能量差要大于 10GeV

● 上周用 babayaga ，去掉能量差的 cut ，要求加探测器覆盖范围 8 度到 172 度

– 要求出射正负电子及光子都在 8 度到 172 度得到： Higgs: 652 pb;              Z: 4031pb ，～ 2kHz

– 只要求出射正负电子在 8 度到 172 度得到： Higgs: 1000 pb ，～ 100Hz;    Z: 6593pb ，～ 3kHz

● 用 Whizard 计算 bhabha 过程：

– 要求出射正负电子及光子都在 8 度到 172 度得到： Higgs: 743 pb;              Z: 13147pb ，～ 6kHz

– 只要求出射正负电子在 8 度到 172 度得到： Higgs: 5782 pb;                       Z: 27778pb ，～ 13kHz

● 对比 BesIII ： 800Hz

2



  

蒙卡截面更新
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● 文章： Large-angle Bhabha scattering, Link

– 10 度 <θ<170 度（ CEPC: 8-172 度）
– Z pole 截面 ~6000pb=6nb ，接近 babayaga 结果

● 对比 BesIII ： bhabha 事例约 800Hz ，对应 800nb

– Babayaga 计算 bhabha 事例约为 700nb

● 对 ZH ，按照树图计算的截面： σ~1/CoM2.

– ZH pole bhabha 截面 =Z pole bhabha 截面 *91*91/240/240

=Z pole bhabha 截面（ ~6nb ） *0.144~0.9nb

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/055032139190328U


  

束流本底更新
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● 之前： HCal 端盖有非常大的能量沉积，导致触发比较困难

– 左： ECal 端盖；中： HCal 端盖一端；右： HCal 端盖另一端，有一个非常大的亮斑
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束流本底更新
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● 现在：这周发现亮斑是个 bug ，去掉后端盖没有亮斑了

– 触发相对容易许多，简单的能量阈值就能去掉大于 99% 的束流本底
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Muon 径迹
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● 之前：没有数字化，端盖有大量束流本底的能量较低的 hit ，重建非常困难



  

Muon 径迹
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● 最近 CEPCSW 加入了 Muon 端盖数字化

– 加了沉积能量的 cut ，去掉大量本底的 hit

– 左：数字化前；右：数字化后，方块代表一个 hit

https://code.ihep.ac.cn/cepc/CEPCSW/-/blob/master/Digitization/DigiMuon/src/MuonDigiAlg.cpp#L294


  

Muon 径迹
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● 以 Muon 探测器前三层的 hit 为 seed, 寻找其他 hit 满足 ΔR(seed, hit)<0.05

– 要求 barrel 和 endcap 的 hit 的总个数大于 3

– 对 Z(νν)H(μμ) ，效率为 98.6% ；对束流本底，效率为 1.8% 。可以继续优化



  

TDR ：事例率
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● 多加了一个表格总结各种过程的事例率
– ZH 的各种过程正在产生中，之后能给出更细致的结果
– Z 用的是 low lumi Z 之前 1/5 的亮度，需要等加速器那边更新具体的亮度后再重新计算



  

TDR ：本底率
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● 本底率这个表格数据太多（下图 table 12.3 ）
– 超过页宽，有一个警告（不是 error, 不影响编译）
– 另外一种方法，旋转 90 度，如右图
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